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Introducao

Di6éxido de estanho (SnO2) tem sido muito
investigado devido a aplicacbes como sensor de
gas, conversor fototérmico de energia solar e
dispositivos optoeletrdnicos, entre outras. Possui
alta transparéncia na faixa do visivel ao
infravermelho préximo, estabilidade quimica e
mecanica e alta condutividade elétrica dependendo
do processo de deposicéo, sendo naturalmente um
semicondutor do tipo-n (bangap 3,6eV). Oxido de
aluminio (Al203) é um material ceramico que possui
alta resistividade, bem como um bandgap largo (9
eV) e uma constante dielétrica igual a 9 [1], como
também uma alta transparéncia na faixa do visivel.

Deposicdo e caracterizacdo de  amostras
semicondutoras (SnO3) e isolantes (Al203) dispostas
isoladamente e como heteroestruturas para
aplicacado em dispositivos optoeletrdnicos.

Material e Métodos

Para a obtencéo dos filmes finos de SnO: e Al>Os foi
utilizado a técnica de sol-gel-dip-coating e o método
fisico de Evaporacao Resistiva

(b)

Figura 2. Processo de montagem do dispositivo.

Resultados e Discussao
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Figura 3. .(a) Transmitancia e grafico de Tauc das
amostras de SnOz. (b) Transmitancia das amostras de
Al20s3.
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Foram feitas medidas de Corrente x Tenséo
aplicada e observou-se um carater resistivo por
parte do SnO2 a temperatura ambiente [2].

Tabela 1. Valores de resistividade para o SnOz e Al2Os.

Amostra Resistividade ({.cm)

A1 -8nO, 7.80.107

31 -Sn02 142.10°
1
A1 -ALD, 59910

3
A2 -ALD, 1.19.10

Conclusodes

Obteve-se uma alta transmitancia para as amostras
de SnO:2 e Al203, 80% e 70% respectivamente na
faixa de 250-1800 nm indicando boa transparéncia
na faixa do visivel e infravermelho préximo. Os
dados de transmitancia permitem estimar um valor
de bandgap de 3,6 eV para os filmes de SnO: pelo
grafico de Tauc. As amostras apresentaram
relativamente boa homogeneidade, onde a
rugosidade para o SnO2 € de 25 nm e 77 nm para o
AlO3 (RMS). A baixa resistividade do Al2Os quando
comparado a valores encontrados na literatura se
deve a oxidacdo incompleta do Al como também a
presenca de poros, que diminuem sua resistividade.
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